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１．概要（Summary） 

サファイア基板上等に微小パターンを付与し、LED を

高輝度化（光取出し効率の向上）する検討がなされている。

微小パターン形成について、安価なナノインプリントによ

るレジストパターン形成、次にレジストマスクによるエッチ

ング加工というプロセススキームが有力な候補である。 

材料面での大きな技術的課題は、サファイアのドライエ

ッ チ ン グ 加 工 に 耐 性 を 持 っ た 材 料 の 開 発 で あ る 。

Bi-Layer プロセス導入によって耐性は向上し、その下地

層のパターニングを目的として北海道大学微細加工プラ

ットフォームの設備を利用した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 -ICP 高密度プラズマエッチング装置 

 -反応性イオンエッチング装置 

 -電界放射型走査型電子顕微鏡 

 

【実験方法】 

サファイア基板上に Bottom Layer（サファイアエッチ

ングマスク）をコーティング後、該基板に Top Layer

（UV-NIL 材料）をコーティングして UV ナノインプリントに

よるパターニングを行った。次に、パターン間の底部に残

る残渣をドライエッチングによって除去した。（ここまでは

社内実験によって作製） 

最後に、 UV ナノイン プリント材料をマスクとして

Bottom Layer の加工をプラズマエッチング装置にて行

い、電子顕微鏡にて加工形状を確認した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

UV-NIL にて作成した周期 350 nm のマスクによる

Bottom Layer の加工を実施し、Fig. 1 に示したような矩

形成の高い形状を得ることに成功した。 

エッチング耐性は形状によっても変化があり、矩形形状

によって耐性が向上することは一般的である。よって、材

料と形状の両面から耐性の向上を実現できたものと考察

できる。 

   

 Fig. 1 Patterning result after bottom etching 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 


